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グラフェンは電荷を帯びた分子が吸着した際に、キャリア密度が大きく変化する。 グラフェン

をチャネルとするグラフェン FETは、sub-nMの濃度で生体分子の検出が可能である[1]。 しかし、

単一の FETではグラフェンに吸着した生体分子の空間分布は可視化することが不可能である。 本

研究では、グラフェン上に吸着した荷電分子の空間分布を可視化した[2]。 試料には、正（または

負）に帯電するよう表面修飾したポリスチレン(PS)ビーズが吸着したグラフェンを用いた (Fig. 

1(a))。 ラマンイメージを測定した結果、正（または負）に帯電した PS ビーズ下のグラフェンの

G-bandは高周波数側 (または低周波数側) へシフトした (Fig. 1(b))。 この結果は、PS ビーズ表面

の帯電した修飾基によるグラフェンの局所的なキャリア密度変化に起因する。 G-band のピーク

位置でラマンイメージを構築することで、グラフェン上の荷電分子の分布を可視化した(Fig. 1(c))。 
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Fig. 1 (a): グラフェン上に吸着した荷電分子の空間分布の可視化方法 (b): 電荷に応答して変化す

るグラフェンのラマンのピーク位置 (c): 負に帯電するよう表面修飾した PS ビーズのグラフェン

上での空間分布 
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